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１．緒言 

 

 

半導体デバイスの微細化と伴に，新材料や新

構造の導入が進んでいる。10nmノード以降の

ロジックデバイスでは，三次元構造の FinFET

が主流であり，更に GAA(Gate-All-Around)の開

発が各社で進められている。このような立体構

造の加工では，高アスペクトと複雑な膜構造に

対する形状制御性，選択性およびウエハ面内均

一性の更なる向上が求められる。これらに対応

するエッチング技術として，パルス変調技術が

提案されてきた[1,2]。この技術は，イオンエネ

ルギーを制御するウエハバイアスとプラズマ

を発生させるマイクロ波をパルス化すること

で高精度加工を実現している。本研究では，パ

ルスプラズマの生成，消失過程におけるプラズ

マ分布の特徴を把握し利用することで，ウエハ

面内均一性を制御するメカニズムについて明

らかにする。 

 

２．実験方法 

本研究では，マイクロ波 ECR(Electron 

Cyclotron Resonance)プラズマエッチング装置

を用いた。本装置は Fig.1に示すように，マイ

クロ波とウエハバイアスをパルス変調しエッ

チングすることが可能である。ウエハバイアス

印加タイミングをプラズマ生成中の前後で制

御することで，Poly-Si エッチングレート分布

を評価した。 

 

３．結果 

Fig2.に示すように，ウエハバイアス印加タ

イミングを制御することにより Poly-Siエッチ

ングレート分布が変化することが判明した。こ

れは，ウエハバイアス印加タイミングのプラズ

マ分布の特徴がエッチングレート分布に反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Wafer bias timing control in plasma on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Poly-Si Etching rate distribution 

 

されたと考える。講演ではエッチングレート分 

布の制御メカニズムの詳細を報告する。 
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